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[はじめに] 
 LSI において、従来の金属配線は信号の遅延及び消費

電力の増加が問題となっているため、抵抗や配線間容量

を考えなくてもよい光配線が注目を集めている。そこで

本研究では、光配線を LSI にモノリシック集積するため

に必要な光スイッチの低電圧・高変調率動作を図る。

我々は、光減衰が少なく温度安定性の高い Si マッハツ

ェンダ干渉計型(MZI)光変調素子の開発を行っている。

（図 1）[1-3]。 
提案するデバイスでは、p/n 接合を導波路に沿って縦

列に配列しているため、p/n 接合面が両側に存在する。

そのため、これまでのデバイス[4]と違い空乏化が両側

から進むため、より低電圧で全空乏化が可能であること

から、低電圧での変調が可能であることが特徴である

（表 1）。 
 
[実験・課題]  
これまで縦列p/n接合型Siマッハツェンダ干渉計のシ

ミュレーション・試作を行ってきた。縦列 p/n 接合型は、

p/n 接合の幅の制約が緩いため、不純物濃度を低く設定

できる特徴も持つ。この不純物濃度を低くすれば、動作

周波数を上げることができることがシミュレーション

からわかった。 
このデバイスの試作を行ったが、電界変調ではなく熱

変調しか見られないといった問題や、光の導波損失の問

題があった。そのため再度試作を行っており、試作途中

サンプルの導波路形成後に図 2 のようなパターンで光

分岐テストを行ったところ図 3 に示すようにほぼ 1：1
で分岐されていることを確認した。 
このデバイスは Si CMOS プロセスを用いて試作し、

現在改良デバイスの試作を行っており、測定結果は当日

報告する。  
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図 1：提案する縦列 p/n 型 MZI 光変調素子

表 1：性能比較表（低電圧動作） 
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図 2：分岐テスト用パターン光学顕微鏡写真

図 3：光分岐後の光出力比較 
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